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はじめに 車載用ヘッドアップディスプレイなどの次世代デバイスの開発には，フレキシ

ブル特性を有した透明導電膜の開発が必要である．透明導電膜の開発アプローチは様々で

あるが，我々は透明フレキシブル基板上へのナノ構造形成による透過率制御を応用した透

明導電膜の開発を行っている．ナノ構造形成にはイオン照射を用いている．固体表面への

イオン照射により，リップルナノ構造が形成されることが知られており，透明材料表面で

透明性を維持したまま構造形成が可能である[1,2]．本研究では構造制御に周期性の良いリ

ップル構造が形成されるNafionをマスク素材として用い，転写プロセスを経て，フレキシ

ブル基板上へリップル構造を形成し，転写に最適な条件の実験的導出を試みた． 

実験 基板には耐熱性に優れる AryLite を用いた．Nafion薄膜成膜後，カウフマン型イオン

銃による Ar+照射（斜入射）で Nafion基板上に形成されるリップル構造の転写を行い，転写

構造のイオン照射時間依存性を原子間力顕微鏡（AFM）を用いて調査した． 

結果 Fig.1に典型的なイオン誘起リップル構造の AFM 像及びラインプロファイルを示す

(600 eV、10分間照射)．高さおよび幅の平均値はそれぞれ約 92，181nmであった。また照

射時間の増加によって Nafion 起因のリップル構造が減少し、新たに AryLite 起因の小サイズ

のリップル構造が形成された． 
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Fig.1 (a) AFM image and (b) line profile of the ripple. 
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